RIET A110,B110

Integrierte bipolare Komparatoren im DIL - Keramik- bzxw. Plast-
gehéuse mit einem Differenzeingang und einem mit allem Logikfor-
men kompatiblen, niederohmigen Ausgang fiir universelle Anwendung.

Abmessungen in mm und AnschiuBbelegung :

Kas
= ‘ A11cC B110C

2 - 0 Volt

3 - Nicht invertierender Eingang
4 - Invertierender Eingang

6 - Negative Betriebsspannung
9 - Ausgang

11 - Positive Betriebsspannung

Gehiiuse : DIL - Keramik- bzw. Plastgehduse
Bauform : K21; TGL 26 713

Masse :1g¢g

Typstandard : TGL 28873
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Grenzwerte, giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich :

min. max,
Betriebsspannung Us, + 14 V
Us. -7 v
Gleichtakteingangs-
spannung U, -7 + 7V
Differenzeingangs-
spannung Up -5 + 5 VY
Ausgangsstrom lo 10 mA
Gesamtveriustieistung Pt 300 mw
Betriebstemperatur
A110 &, 0 70 °C
B110 9, -25 85 °C
Lagerungstemperatur
A110C,B110C Gy -55 +150 °C
A110D,B110D Gh -40 +125 °C
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A110,B110

Statische Kennwerte (Us+ =12V, Us. = -6 V, J, = 25 °C)

Eingangsoffsetspannung
Rs=10002,Up=14VA 110
B 110

Rs =100 , $,=0..+70°C
A 110
Rs = 10C ,3,=-25..+85°

B 110
Temperaturkoeffizient

der Eingangsoffset-
spannung
$a1 =0°C, J2 = +70°C A 110

Fa1 = -25°C, $2 =+85°C

B 110
Eingangsoffsetstrom
Up=14V A 110

B 110
J»=0..470°C A 110
& =-25..485°C B 110
Eingangsbiasstrom
Up=14V A 110

B 110
Js» = 0...+70°C A 110
e = -25...+85°C B 110
Ausgangswiderstand
U=14V

High-Ausgangsspannung
Up=10mV, loy = -5 mA
Um =25V, loy=-5mA

min typ.
Uso 92
Uyo 0,76
Uso
Uso
AU

10
a9 47
AU
2,0

lio 1,55
o 0,95
lio
lo
I, 21
I 11
I
I
Ro 150
Uonw 2,5 3,0
Uow 2,7

max.

7,5 mv
5 mv
10 mVv

10 mV

auV/grd

20 uV/grd

15 uA
5 uA

20 uA
20 mA

100 A
25 uA

150 uA
150 uA

Q
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RET A110,B110

min. typ. max.
Low-Ausgangsspannung
Up=10mV, lo. = 1,6 mA
A110 Uo -0,44 0 v
Up=10mV,loc.=2mA B 110 Uoe -0,32 0 v
Up=25V,le.=1,6mA
A110 Uo, -0,32 v
Up=25V,logc,=2mA B 110 Uow -0,21 v
Spannungsverstédrkung
AUg=2V A110 V. 750 1200
B 110 V, 1000 149C
Fs=70°C A110 vV, 1120
#.=85°C B 110 ' 1250
Gleichtakt-
unterdriickung
Rs =1000,aU, =10V A 110 CMR 70 101 dB
B110 CMR 70 103 dB
Betriebsstrom
Uy=0V A 110 Is+ 5,75 9 mA
ls. 42 7 mA
B 110 ls+ 52 9 mA
ls. 3,8 7 mA
Dynamische Kennwerte (Us. =12V, Us =-6 V.3, = 25°C)
Verzbgerungszeit
AUp =100 mV, i =5 mV
Ri=2ka town 50 ns
to 3s ns

KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER)



124 x

RIE-T

A110,B110

Innere Schaltung :
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Bestellbeispiel

-fiir einen Schaltkreis A 110 C:

Schaltkreis A 110 C TGL 28 874
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BET A110,B110

<&

Eingangsimpuls

Verzogerungszeit tpy

Impulsspannung Ug= 07V an Anschiul 3
Referenzspannung an AnschiuB &

G/ /5= A A A A
- ns

4 Verzogerungszeit tpy,
Impulsspannung Up=Q7¥an AnschiuB &
2 Referenzspannung an AnschiuB 3
|
b rDLH

20 k 0 t

0 g . ns
e &« \\ 50\ s m\

A3
A 110, B 110 e

Schaitzeiten r‘m{ . th

Use= 12V, Us = -6V, Up= QTV

Ubersteuerung u=Parameter
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Aligemeine Applikationshinweise :

- Die Zuleitungen, besonders die Erdieitung, sollten so nied-
rige Impedanzen wie moéglich aufweisen.

- Es ist zweckmaéssig, die Versorgungsleitungen +Us und -Us
direkt am Schaltkreis mit einem HF-Kondensator von 0,01 ...
0,1 wF und die Versorgungsleitungen fiir die Platine mit ei-
nem Kondensator von 10 uF zur Ableitung von Stérungen abzu-
blocken.

- Die Quellwiderstiinde der Signal- und Referenzquellen sollten
gleich groB und kieiner als 2005 sein, um die thermische
Drift und die Offsetspannung gering zu halten.

- Eine Parallelschaltung von maximal 4 Ausgéingen ist zuléssig.

- Der Ausgang des A 110/B 110 ist TTL-kompatibel und mit einem
fan-out von 1 belastbar.
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Anwendungsbeispiele

. Fensterdiskriminator
R2 i T
Urer 2 i .
3w |
pi- 3l —
R |
R1 ]
]
q, Ua |
— -
9 =05V u;
- |
Y, s
it * 8 A3

Bei MeBautomaten tritt oft das Problem auf, MeBwerte, die zwischen
einem oberen und einem unteren Grenzwert liegen, als gut, alle
auBerhalb der beiden Grenzen liegenden Werte als schlecht zu bewer-
ten. Eine elegante Losung dieses Problems ist mit einem Fenster-
diskriminator méglich.

Mit der dargestellten einfachen Grundschaltung l&Bt sich eine
Funktion der Ausgangsspannung erreichen, die ein Fenster zwischen
den beiden Bezugsspannungen U, ; und U, bildet. Die untere
Grenze (U, 1) wird an den nichtinvertierenden Eingang des einen

A 110, die obere Grenze (U, >) an den invertierenden Eingang

des anderen A 110 gelegt. Die beiden iibrigen Eingdnge werden zu-

sammengeschaltet und mit der zu vergleichenden Spannung beauf-
schlagt.
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RIET A110,B110

2. Monostabiler Multivibrator
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Die Schaltung wird mit negativen Impulsen am Eingang A getriggert.
Der Schwellwert wird an B vorgegeben. Mit C 1, R 2 und R 3 148t
sich die Ausgangsimpulsdauer t, einstellen :

t, = (R2 + R3) C1 - log AUg R2

Durch Einsatz des A 110 ist die Ansprechgenauigkeit des monostabi-
len Multivibrators sehr hoch (+10 mV in einem Bereich vont5 V).

Die Schaltung ist daher fiir monostabile Muitivibratoren mit hohen
Genauigkeitsanforderungen universell anwendbar.
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